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BI-SB QOTISHMALARIDA HOLL EFFEKTI VA HARAKARCHANLIK 

Q.G’aynazarova, E.Xamdamova, S.Karimov 

Farg’ona davlat universiteti 

 

Annotatsiya: Vismutning surma va tellur bilan qotishmalariga turli darajada donor va akseptor 

aralashmalari (Te, Sn) xalkogenid sifatida kiritilganda asosning harorat diapazoni keng qamrovli 

o‘rganildi.  

Vismutning surma va tellur bilan qotishmalarining elektrofizik xususiyatlariga ta'sir qilishning 

eng ko‘p qo‘llaniladigan usullaridan biri asosga ortiqcha miqdor elementlarni legirlash bo‘lib, bu, bir 

tomondan, ushbu materiallarning tarmoqli tuzilishini energetic zona kengligini o‘rganishga imkon 

beradi.  

Vismutning surma va tellur bilan qotishmalari yarim metallar va tor yarimo‘tkazgichlar 

sinfining eng tipik vakillari hisoblanadi. Ushbu materiallarni o‘rganishga nazariy va amaliy qiziqish 

ularning zaryad tashuvchilarning energetik soha kengligining o‘ziga xos fizik xususiyatlarini ochib 

berdi. Surma konsentratsiyasining oshishi bilan Bi1-xSbx qotishmalari yarimmetall (0<x<0,07) 

holatdan yarimo‘tkazgich (0,07<x<0,22) holatiga, so‘ngra yana yarim metall (0,22<x<1) holatga 

o‘tadi.  

Harorat T pastligi va kontsentratsiya r miqdori kattaligi natijasida zaryad tashuvchilarning 

aynigan holatida, harorat ortishi bilan “yengil” kovaklarning bir qismi holatlar zichligining effektiv 

massasi kattaroq va harakatchanlik kamroq zaryad tashuvchilar aynimagan holatiga ega bo‘lgan 

ikkinchi tagzonaga-og`ir kovaklar zonasiga o‘tadi. Shuningdek, asosning valent zonasi tuzilishi 

noodatiy xarakterga egaligini Xoll koeffitsiyenti va harakatchanligining temperaturaviy 

bog`lanishlari ham tasdiqlaydi (1a- va b-rasmlar). Xoll koeffitsiyenti uchun sferik zonalar va teshiklar 

sochilish mexanizmi bir xil deb olinganda  

𝑅𝑥 =
𝑟

𝑒

𝑝1𝜇1
2+𝑝2𝜇2

2

(𝑝1𝜇1+𝑝2𝜇2)2
,      (1) 
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ifoda o‘rinli, bunda 𝑝1, 𝜇1, 𝑝2, 𝜇2 – mos holda 1- va 2-tagzonalardagi teshiklar   konsentratsiyasi va 

harakatchanligi.  

 
1-rasm. Bi2Te3 qotishmasi uchun Xoll  koeffitsiyenti(a) va kovaklar Xoll harakatchanligining (b)  

haroratga bog`liqligi. 

 

Harorat ortishi bilan Xoll koeffitsiyenti ham dastlab ortib boradi, maksimal 𝑅𝑚𝑎𝑥 qiymatiga 

tagzonalardagi elektr o‘tkazuvchanlikning teng qiymatlarida 𝜎1 = 𝜎2 erishiladi. Yuqori haroratlarda 

𝑅𝑥 kattalik, qolgan kinetik koeffitsiyentlar kabi ikkinchi tagzona tashuvchilari bilan aniqlanadi va 

temperaturaga qarab ular konsentratsiyaning ortishi     

𝑅𝑥 =
𝑟

𝑝𝑒
              (2) 

ifodaga asosan   𝑅𝑥 qiymatini kamayishiga olib keladi (1a-rasmga qarang). 

Murakkab zonali yarim o‘tkazgichlar uchun 𝑅𝑥 maksimumga erishadigan haroratda 𝑅𝑥, αum va 

σum parametrlarni kombinatsiyasi orqali 𝑏 =
𝜇2

𝜇1
 , 

𝑝2

𝑝1
, ∆𝜀  kabi zonaviy parametrlarni aniqlash 

mumkin.  

Vismutning surma va tellur bilan qotishmalari deformatsiyalar va magnit maydon o‘lchagichlar 

sifatida amaliy qo‘llanilishini topadi, shuningdek, termoelektrik, termomagnit va anizotrop energiya 

konvertorlarining ishchi elementlarini yaratish uchun ishlatiladi.  
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